
GaN の光電気化学(PEC)エッチングが有する可能性 
① 深堀りによる構造体の作製 
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１．はじめに  GaN の super-junction(SJ)デバイスとして、HEMT 構造を利用した横型 SJ トラン

ジスタが報告されており、10kV 耐圧が実現している[1, 2]。一方、縦型 SJ 構造においては[3]、高

アスペクト比のトレンチの形成および p-GaN の埋め込み成長という技術的課題があり、実現に至

っていない。後者は、HVPE を用いた p-GaN 成長により、活性化アニールなしで形成できるとい

う報告があるが[4]、前者については、多段マスクを用いるドライエッチングプロセスによっても

深堀り加工が困難である。今回、優れたエッチング選択性および制御性を有する光電気化学(PEC)
エッチングにより[5]、20 m 以上の深堀り加工に成功したので、その結果について報告する。 
２．実験  試料として、n 型 GaN 基板上に MOVPE 法により成長した標準的なショットキーバ

リアダイオードもしくは pn 接合ダイオード構造エピを使用した。エッチングマスクとして 50nm
厚の Ti を用い、PEC エッチングは前出の標準的な条件を用いた[5]。 
３．結果  図 1 に PEC エッチングで作製した、直径 90m、高さ約 20m のドットパターンの

SEM像を示す。マスクの剥離耐性を確認するための開口率の大きなパターンであるにも関わらず、

20m 近い深堀りエッチング後もマスクの Ti が残っており、エッチング選択比は 400 以上と推定

される。図 2 にドット側面の SEM 像を示すが、ほぼ垂直にエッチングできており、サイドエッチ

ングは、片側 1m 以下と極めて良好な制御性を有している。この様に、PEC エッチングは、マス

クとの高い選択性およびホール寿命で決まる小さなサイドエッチングという特徴を有しているた

め、高アスペクト比の構造体の作製に適している。加えて、PEC エッチングがダメージフリーな

プロセスである事から[5]、深堀りトレンチ加工など GaN の縦型 SJ への応用が十分可能である。

当日は、トレンチおよびリッジ構造の加工事例も紹介する予定なので、GaN の PEC エッチングの

有する大きな可能性を感じてもらいたい。 
なお、本研究は環境省「未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事

業」の委託を受けてなされた。 
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Fig. 1. GaN dots pattern fabricated by PEC etching. Fig. 2. The side view of PEC etched GaN. 
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